電子學第六章1



班級：       
座號：    
姓名：               
◎ 單選題（共20題‧每題4分）

(　2　)1.如圖(1)所示電路，其戴納寧等效電阻[image: image1.bmp]為：【91電子四技】(1)1k(　(2)100(　(3)25(　(4)2k(
[image: image2.emf]   [image: image3.emf]   [image: image4.emf]



圖(1)
圖(2)
圖(3)
【詳解】[image: image5.png]@©
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(　4　)2.在具有射極電阻及射極旁路電容的共射極放大電路中，下列敘述何者正確？【100電機電子】
(1)直流電流會從旁路電容通過，可增加直流的電壓增益　(2)若將旁路電容移除，直流的工作點會明顯改變(3)對直流的工作點而言，旁路電容為負迴授的電路　(4)交流的電壓增益會受到射極直流電流大小的影響　
(　2　)3.如圖(2)所示之電路，電晶體靜態工作點[image: image6.bmp]=6V，集極電流[image: image7.bmp]=1.2mA，β=100，熱電壓[image: image8.bmp]=26mV，則輸入阻抗[image: image9.bmp]約為何？【99電機電子】(1)5.32k(  (2)7.71k(　(3)8.33k(　(4)9.85k(　
(　2　)4.如圖(3)所示電路中，已知電晶體工作在線性區，輸入訊號為1kHz正弦波，逐漸增加輸入訊號的振幅，在不失真條件下，由雙軌示波器顯示出[image: image10.bmp]與[image: image11.bmp]之相位關係如何？又把電晶體的射極旁路電容器拆離電路，則電壓增益的變化如何？ (1)[image: image12.bmp]與[image: image13.bmp]反相，電壓增益會變大　(2)[image: image14.bmp]與[image: image15.bmp]反相，電壓增益會變小  (3)[image: image16.bmp]與[image: image17.bmp]同相，電壓增益會變小　(4)[image: image18.bmp]與[image: image19.bmp]同相，電壓增益會變大　
(　3　)5.如圖(4)所示，那二個電容的目的是用來消除電壓增益的衰減？(1)[image: image20.png]G Cy



　(2)[image: image21.png]C, G



　(3)[image: image22.png]G » Cy



　(4)[image: image23.png]



[image: image24.emf]  [image: image25.emf]  [image: image26.emf]  [image: image27.emf]



圖(4)
圖(5)
圖(6)
圖(7)
(　3　)6.有一放大器之小信號等效電路如圖(5)所示，若電壓增益[image: image28.png]


，且[image: image29.png]


，則[image: image30.png]


之值應為？
(1)50　(2)150　(3)200(4)100　
【詳解】[image: image31.png]R
A==l -




(　2　)7.如圖(6)所示之電路，[image: image32.bmp]之主要功能為何？【99電機電子】(1)隔離交流訊號  (2)隔離直流偏壓　(3)提高輸入阻抗　(4)消除雜訊　
(　3　)8.共基極放大電路如圖(7)所示，電晶體之[image: image33.png]


，請問電路之電壓放大率[image: image34.bmp]為何？【99電機電子】
(1)100　(2)253　(3)368  (4)158　
【詳解】[image: image35.png]



(　2　)9.如圖(8)所示，其小信號等效輸出阻抗[image: image36.png]


最接近下列何值？（熱當電壓[image: image37.bmp]=26mV） (1)7.5(　(2)27.5(　(3)37.5(  (4)17.5(　
[image: image38.emf]  [image: image39.emf]  [image: image40.emf]  [image: image41.emf]



圖(8)
圖(9)
圖(10)
圖(11)
(　2　)10.雙極性電晶體之h參數中，[image: image42.bmp]表示共射極組態之(1)輸出導納  (2)順向電流增益　(3)輸入阻抗　(4)放向電壓增益　
(　1　)11.如圖(9)所示，假設電晶體的導通電壓[image: image43.png]


，[image: image44.png]C;=50uF



，則下列何者是錯誤的？
(1)[image: image45.png]Ve = 11426



　(2)[image: image46.png]


  (3)此電晶體不在飽和區工作　(4)此為共射極電路　
【詳解】採近似解法

(　3　)12.續上題，假設[image: image47.png]hie=7,=2kQ * h,,



及[image: image48.bmp]可忽略不計，則[image: image49.bmp]=？(1)−125  (2)−90　(3)−225　(4)−275　
【詳解】[image: image50.png]=i X

Re

Trie




(　3　)13.如圖(10)所示之放大電路，已知電晶體的(值為109，此電路的[image: image51.bmp]為1.1k(，則此放大電路的輸出電阻[image: image52.bmp]為何？【100電機電子】
(1)100(　(2)0.99(  (3)9.9(　(4)1k(　
(　1　)14.小信號操作，其主要目標(1)線性放大　(2)頻率響應佳  (3)穩定性佳　(4)功率放大　
(　1　)15.如圖(11)所示，若[image: image53.png]


及[image: image54.bmp]忽略不計，則電壓增益[image: image55.bmp]約為多少？(1)−150　(2)−200　(3)200  (4)150
(　4　)16.如圖(12)所示之電路中，基極電壓為0.7V，集極電壓為2V，若熱電壓[image: image56.bmp]=25mV，則基極交流電阻的[image: image57.bmp]值為何？【100電機電子】(1)400(　(2)4k(  (3)25(　(4)250(　
[image: image58.emf]  [image: image59.emf]  [image: image60.emf]  [image: image61.emf]



圖(12)
圖(13)
圖(14)
圖(15)
(　3　)17.在h參數中，[image: image62.bmp]稱為輸入阻抗，其定義是：輸出端短路時，輸入電壓對輸入電流的比值；如圖(13)所示　　電路中，ab端為輸出，cd端為輸入，則[image: image63.bmp]為(1)4(　(2)5(　(3)7(  (4)6(　
(　2　)18.電晶體的雙埠網路方程式為[image: image64.png]i

uly + Ve 0 L=hyly + Vs



，其中[image: image65.bmp]參數的單位為(1)A　(2)(  (3)V　(4)W　
(　2　)19.如圖(14)所示電晶體[image: image66.png] 6kQ




，假設基極射極間切入電壓為0.7V，[image: image67.png]C;~C~Cs



均可視為無限大，則利用電晶體近似等效電路所求得之電壓增益（[image: image68.png]


）與下列何者最接近？【歷屆考題】(1)−140  (2)−100　(3)−65　(4)−48　
(　2　)20.如圖(15)所示，若放大器之電壓增益[image: image69.png]


，且[image: image70.png]I,



，則[image: image71.png]Ry



之值應為？(1)100(　(2)500(　(3)1k(　(4)5k(
[image: image72.emf]  [image: image73.emf]  [image: image74.emf]  [image: image75.emf]



圖(16)
圖(17)
圖(18)
圖(19)
【詳解】[image: image76.png]



◎ 問答題（任選5題‧每題4分）

1.如圖(16)所示電路，假設[image: image77.png]


[image: image78.png]1kQ ~ hpe= .= 0



，求[image: image79.png]Z, ~ A, ~ A



？
(答：25kΩ， 20Ω，≒1，25)
【詳解】[image: image80.png]7yt
L],
00kCY/100kY

Z =1k+(1+50) X 1k=52kQ
Z,=100K/100K//52k = 25 KQ
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【詳解】[image: image81.png]1,=99i, +1,=100i,
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2.如圖(17)所示，[image: image82.png]098 ~ hy=r.




，採近似解法，試求[image: image83.png]


？
(答：48.78Ω， 4kΩ，78.4，0.2)
【詳解】[image: image84.png]



3.如圖(18)所示雙埠網路中，[image: image85.png]hyy > by



、[image: image86.png]hy > ha



＝？
(答：3.2kΩ，－0.4，0.4，0.7mS)
【詳解】[image: image87.png]TL; =0

=[(2k+1K) /2K ] +2k=3.2kQ
L2 ko i
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4.如圖(19)所示設電晶體之h參數分別為[image: image89.png]


，[image: image90.png]


，且[image: image91.png]


，試求[image: image92.png]Z, A A;



？
(答：66.9kΩ， 5kΩ，－5，66.9)
【詳解】[image: image93.png]z 2z %

=1k+(1+200) X 1k = 202kQ
00K//202k = 66.9kQ





5.如圖所示　[image: image94.emf]　試求[image: image95.bmp]＝？
(答：20Ω)
【詳解】[image: image96.png]



【詳解】[image: image97.png]
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